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Protones y neutrones para testar circuitos
electrénicos

Investigadores del Centro Nacional de Aceleradores, en Sevilla, han probado
circuitos electrénicos con la ayuda de protones y neutrones. En concreto,
han inducido errores en componentes electronicos para verificar su
funcionamiento.
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Semiconductor complementario de éxido metalico (CMOS), una una de las familias l6gicas

usadas en la fabricacién de circuitos integrados. / Wikipedia

Mediante el uso de tecnologias nanométricas se ha conseguido mejorar los
sistemas electronicos, llevandolos a tamafios mucho mas compactos y
sistemas con respuestas mas rapidas, de tal modo que la radiacién ionizante
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se ha convertido en un inconveniente a la hora de trabajar con estos
minusculos sistemas, de tal modo particulas alfa, neutrones, protones, iones
pesados y otros las particulas pueden interactuar con estos dispositivos
afectando su comportamiento.

Cuando una o mas células de memoria estan dafiadas por la radiacion, los
datos almacenados se pueden perder o estar irreparablemente dafnados. Por
estas razones, resulta critico analizar el impacto del error suave en la tasa de
error global del sistema de las memorias estaticas.

Los investigadores han inducido errores en
componentes electrénicos para verificar el
funcionamiento de los circuitos

Las células de 6 transistores (6T) mejoran el modo de lectura al enfriar los
transistores de paso de acceso pero precisamente se busca lo contrario, es
decir, mejorar la capacidad de escritura. Para ello, se han propuesto
estructuras celulares alternativas para superar las limitaciones de las células
6T, de tal modo que las células 8T estan siendo adoptadas como una
alternativa a la célula 6T en disenos industriales.

Las principales fuentes de radiacion causantes de errores suaves en los
componentes microelectronicos son los neutrones, en especial de alta
energia, y los iones, principalmente las particulas alfa. Los neutrones no son
particulas directamente ionizantes, sin embargo, pueden interactuar con los
atomos Silicio-28 y otros elementos, creando particulas fuertemente
ionizantes (como la particula alfas y los protones). Por tanto lo neutrones
crean una ionizacién secundaria. Estas particulas secundarias pueden ser
generadas en cualquier parte del material semiconductor y terminar
incidiendo en los transistores.

En este contexto, investigadores del Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
han comparado la tasa de error 'suave' en circuitos integrados de 6T y 8T
con fuentes de irradiacion de protones y neutrones. Los resultados los han
publicado en la revista Microelectronics Reliability. Se han utilizado protones
de la linea de haz externo del Ciclotrén y neutrones generados con el
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acelerador Tandem.

Ventajas de 8T frente al estandar 6T

Los datos han mostrado que, independientemente del numero de
transistores que componen las células de memoria 6 u 8, el nimero total de
eventos registrados es bastante similar en la medida en que los dispositivos
tienen el mismo tamano. Sin embargo, el porcentaje del lamado MBU
(Multiple Bit Upset), es claramente mayor en 6T que en 8T. Por lo tanto, se
puede concluir que una ventaja adicional de 8T sobre el estandar 6T es que
proporcionan un mejor rendimiento frente a la radiacion.

El CNA es la primera instalacion en realizar estudios de dafo en
componentes electrénicos con neutrones de alta energia producidos con un
acelerador de media-baja potencia. Normalmente este tipo de estudios se
realizan en grandes instalaciones con neutrones producidos por el impacto
de protones de muy alta energia provenientes de aceleradores de alta
potencia sobre blancos refrigerados de plomo o tantalo, lo cual supone un
aumento de los costes muy importante.

En este estudio han participado miembros de la Universidad de las Islas
Baleares, Universidad de Granada, Universidad de Sevilla y el Centro Nacional
de Aceleradores.

Referencia bibliografica:

D. Malagon, S.A. Bota, G. Torrens, X. Gili, J. Praena, B. Fernandez, M.
Macias, J.M. Quesada, Carlos Guerrero Sanchez, M.C. Jiménez-Ramos,
J. Garcia Lopez, J.L. Merino, J. Segura. "Soft error rate comparison of
6T and 8T SRAM ICs using mono-energetic proton and neutron
irradiation sources". Microelectronics Reliability 78, 38-45 (2017)
http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2017.07.093

Derechos: Creative Commons

WACSHY CIRCUITOS ELECTRONICOS | PROTONES | NEUTRONES |


http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2017.07.093
https://www.agenciasinc.es/tag/circuitos%20electr%25C3%25B3nicos
https://www.agenciasinc.es/tag/protones
https://www.agenciasinc.es/tag/neutrones

Sinc CIENCIAS

Creative Commons 4.0
Puedes copiar, difundir y transformar los contenidos de SINC. Lee las
condiciones de nuestra licencia

SincC

La ciencia es noticia


https://www.agenciasinc.es/Sobre-nosotros/Licencia-CC
https://www.agenciasinc.es/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/
https://www.agenciasinc.es/%20http://www.fecyt.es/%20

	Protones y neutrones para testar circuitos electrónicos

